
Fig. 1 XRCs of the m-plane LPAAT-GaN 

crystal measured for the (10-10) plane along 

c-axis, (10-10) plane along a-axis, and (10-12) 

plane along a-axis. 

1x10
2

1x10
3

1x10
4

1x10
5

1x10
6

1x10
7

-400 -200 0 200 400

(10-10) plane along c-axis
C
D

In
te

n
si

ty
 (

cp
s)

Omega (arcsec)

(10-10) plane along c-axis

(10-10) plane along a-axis

(10-12) plane along a-axis

混合鉱化剤を用いた低圧酸性アモノサーマル法による GaN 結晶育成 

Low pressure acidic ammonothermal growth of GaN crystals using mixed mineralizer 
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【序】低圧酸性アモノサーマル(LPAAT)法は量産性に優れ、低コストでGaN基板を作製できる手法

として注目されている[1]。アモノサーマル法による GaN 結晶の育成では、鉱化剤の種類により溶解

度の温度依存性、結晶成長速度、結晶の品質が大きく変化することが知られている。類似手法である

ハイドロサーマル法による ZnOバルク単結晶の作製では LiOH + KOHの混合鉱化剤を用いた結晶育

成が行われている[2]。混合鉱化剤は鉱化剤の組み合わせや組成を変えることで結晶成長速度や結晶成

長方位を制御しうる重要な手法である。そこで本講演では混合鉱化剤を用いて LPAAT 法により GaN

結晶を育成した結果について報告する。 

【実験】混合鉱化剤を用いた結晶育成には、内部を白金ライニングした内径 24 mmのNi基合金製オ

ートクレーブを用いた。オートクレーブ上部の低温領域に原料である多結晶 GaN を設置し、種結晶に

はm 面 SCAATTMシード[3]を使用した。オートクレーブ内にアンモニア、鉱化剤を密封し、所定の温

度･圧力で 4日間保持し結晶を育成した。 

 【結果】Fig.1 に NH4F+NH4I 混合鉱化剤を用い

て育成した m 面 LPAAT-GaN 結晶の対称および

非対称反射の X 線ロッキングカーブ(XRC)を示

す。c軸平行入射 (10-10) 面、a軸平行入射(10-10) 

面、および a 軸平行入射(10-12) 面の XRC の半

値全幅はそれぞれ 19.9、22.2、24.4 arcsec だった。

XRC におけるピーク位置の変化に基づいて求め

た曲率半径は 292 m であり、低反りで高い結晶

性を有する GaN 結晶の育成に成功した。 
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